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Annotatsiya: Ushbu ishimizda magnitoqarshilik va p-n oʻtishli diodning 

magnitoqarshiliklarini solishtish orqali magnit maydoni goʻyoki effektiv baza 

qarshiligini oshirishiga sabab boʻlishini koʻrish mumkin. Baza  qarshiligi mavjud 

boʻlmasa magnit maydondagi tokli p-n oʻtishli diodning potensial toʻsig‘ini effektiv 

balandligini boshqarish orqali volt-amper xarakteristikalarini oʻzgarishini koʻrishimiz 

mumkin. Bundan tashqari xajmiy soha kengligini oʻzgarishini izohlangan. Potensial 

toʻsig‘ining effektiv balandligini tokga, magnit maydonga bog‘liq xolda oʻzgarishi 

oʻrganilgan. 

Kalit soʻzlar: Xoll kuchlanishi, baza qarshilik, sirqish qarshilik, magnitoqarshilik  

 

RESEARCH OF EFFECTIVE MAGNETIC RESISTANCE OF DIODOV AND 

VOLT-AMPERNYCH CHARACTERISTICS 

 

Annotation: In this paper, comparing the magnetic resistance and magnetic 

resistance of a diode with a p-n junction, it can be seen that the magnetic field allegedly 

increases the effective resistance of the base. In the absence of a base resistor, a change 

in the current-voltage characteristics can be seen by controlling the effective height of 
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the potential barrier of a current-carrying p-n-diode in a magnetic field. In addition, the 

change in the width of the volumetric sphere is explained. The change in the effective 

height of the potential barrier depends on the strength of the current, the magnetic field. 

Key words: Hall voltage, base resistance, leakage resistance, magnetic resistance. 

 

Magnitoqarshilik va p-n oʻtishli diodning magnitoqarshiliklarini solishtirish 

uchun ularni xajmiy soha kengligini oʻzgarishiga qaraydigan boʻlsak. [1] ishlarida 

sohaning oʻzgarishi parallel ravishda koʻchishi, [2] ishlarida esa magnit maydon 

ta`sirida hajmiy sohaning kengligi oʻzgarishi qoʻyidagicha tus olar ekan. 

 

Rasm.1. a) Berilgan na`muna b) B=0 boʻlgan hol uchun hajmiy soha kengligi 

c) B mavjud boʻlgan hol uchun hajmiy soha kengligi 

Sababi Lorents kuchi ta’siri boʻlmagan paytda xajmiy zaryad kengligida elektr 

maydon p va n sohalarda esa diffuziya jarayonlari muvozanat xolatiga bog‘liq xolda 

maydon ta’sirida oʻtayotgan zaryad tashuvchilar bilan diffuziyalanayotgan zaryad 

tashuvchilar teng boʻlguncha almashinish boʻlib turadi (b holat). p-n oʻtishli diodga 

magnit maydon ta’siri berilganda elektron va kovaklar magnit maydoni va tok 

yoʻnalishiga perpendikular ravishda og‘adilar. Buning natijasida yuzaga kelgan Xoll 

kuchlanishi diodning p-n oʻtishdagi xajmiy zaryad sohasini tubdan oʻzgartirib 

yuboradi. p-n oʻtish kesimining turli sohalarida xajmiy zarad qalinligi va p-n oʻtish 

potensial toʻsiq balandligi oʻzgaruvchan boʻlib qoladi (a holat) .  

Lorents kuchi ta’siri n va p sohada burilish paydo boʻladi natijada zaryadlarni 

na’munaning chetlariga xaydaydi. Buning natijasida maydon oʻtishning qarshiligini 

keskin oʻzgarishiga sabab boʻladi. Qarshilik ortib tokni kamayishiga olib keladi. 

Ularni effektiv qarshiligini solishtirib koʻraylik. 



  “INTERNATIONAL СONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING” 2022/8 

 

 
 

118 

TeT =  ga teng boʻlsa 
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(1) ifodaga magnit maydon ta`sir ettirilganda tokni hisoblash formulasi 

qoʻyidagicha tus oladi. 

TeT =  ga teng boʻlsa 
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(1)va (2) ifodalarga k := 1.38*10(-23); q := 1.62*10(-19); T := 300; Te1 := 300; 

varphi := 0.6; U1 := 0; Js := 10(-12); Rb1 := 400; Rb2 := 450; R := 1000; B1 := 0; l := 

1;B2 := 0.5;son qiymatlarni qoʻyib VAXni grafigini olamiz [3]. 

 

Rasm.2. Magnit maydon ta`siri mavjud boʻlgan va boʻlmagan holatlar uchun 

VAX 

Olingan grafiklardan turli kuchlanishlar uchun mos kelgan tok kuchini 

qiymatlarini bilgan holda diodning qarshiligini topishimiz mumkin[4-6]. 

Effektiv qarshilikni 
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 turli kuchlanishlarga bog‘lanishini 

tushuntirsak.  

U<1 da kuchlanish kamayishi bilan diod qarshligi kuchli modulasiyalanar ekan. 

U>1 shartda diod qarshiligi modulyasiyasi yoʻqolar ekan. Grafikdan koʻrinadiki 

magnit maydoni goʻyoki effektiv baza qarshiligini oshirishiga sabab boʻlar ekan[7,8]. 
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Magnit maydondagi tokli p-n oʻtishli diodning potensial toʻsig‘ining effektiv 

balandligini oshirishga sabab )(0  f
l

BRJ 
+= boʻlsa, magnit maydoni baza 

qarshiligini oshirishga 
l

BR
RbRb


+= )0( sabab boʻlar ekan.  

Xulosa 

Bu matematik jihatdan bir xil natija beradi, lekin fizik mohiyatiga koʻra baza 

qarshiligi mavjud boʻlmasa magnit maydondagi tokli p-n oʻtishli diodning potensial 

toʻsig‘ini effektiv balandligini boshqarish orqali volt-amper xarakteristikalarini 

oʻzgarishini koʻrishimiz mumkin. Bundan tashqari xajmiy soha kengligini oʻzgarishini 

izohlash mumkin boʻladi. Potensial toʻsig‘ining effektiv balandligini tokga, magnit 

maydonga va burchakga bog‘liq xolda oʻzgarishi mumkin. 
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